
3. Гетероструктуры и сверхрешетки
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Представлены результаты исследования механизма [1] формирования межподзонной инверсии населенностей в резонансно-туннельных структурах из квантовых ям GaAs/AlGaAs с асимметричным периодом, состоящим из двух квантовых ям различной ширины. В таких структурах асимметричная конструкция периода позволяет в наклонном магнитном поле добиться существенного нарушения правила отбора, запрещающего излучательные переходы, представляющие интерес для получения вынужденной генерации когерентного электромагнитного излучения терагерцового диапазона, частоту которого можно перестраивать вариацией приложенного магнитного поля [2].
Рассчитаны населенности уровней Ланлау в двойной квантовой яме в наклонном магнитном поле в условиях резонансно-туннельной накачки верхних подзон. Учитывались как электрон-электронное рассеяние, так и одноэлектронные процессы рассеяния (на фононах и шероховатости герерограниц). 

Показано, что относительный сдвиг волновых функций различных подзон, обусловленный асимметричной конструкцией периода, приводит к существенному увеличению (в несколько раз) времени межподзонного рассеяния по сравнению с одиночной квантовой ямой, рассмотренной ранее в [1]. Это позволяет существенно увеличить степень межподзонной инверсии при резонансно-туннельной накачке верхних подзон. 
Показано, что, используя две туннельно-связанные квантовые ямы различной ширины в качестве периодов резонансно-туннельных структур, можно добиться существенного увеличения эффективности генерации перестраиваемого терагерцового излучения одновременно как за счет увеличения оптического матричного элемента перехода, так и за счет повышения степени его инверсии. 
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